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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一般式（４）で表わされるポリオキシアルキレンアミン；
【化１】

（式（４）中、ｎは２～３の整数である）、
　および、ポリフェニルジアミン類化合物のみからなる混合物と、トリメリット酸無水物
との反応により得られるジイミドジカルボン酸、
および一般式（２）で表わされるジイソシアン酸エステル；

【化２】

　（式（２）中、Ｒ2は、炭素数１～３のアルキレン基を示す）のみを反応せしめて得ら
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れる次式（３）で表わされることを特徴とするポリオキシアルキレンアミンにより変性さ
れたポリアミドイミド樹脂；
【化３】

　〔ただし、式（３）中、Ｒ1は、ポリフェニルジアミン類化合物由来の基およびポリオ
キシアルキレンアミン由来の基の両者の基を表し、Ｒ1が、ポリフェニルジアミン類化合
物由来の基であるときは、
【化４】

よりなる群から選ばれる少なくとも一つの基を表し、Ｒ1が、ポリオキシアルキレンアミ
ン由来の基を表すときは、次式

【化５】

　（ただし、式（４－１）においてｎは２～３の整数を示す）であり、Ｒ2は、炭素数１
～３のアルキレン基を表し、ｍは、２５～１５０の整数を表す。〕。
【請求項２】
　前記のＲ2がメチレン基であることを特徴とする請求項１に記載の樹脂。
【請求項３】
　フェニレン基が下記式よりなる群から選ばれる少なくとも一種類の基であるポリフェ二
ルジアミン類化合物（５）；
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【化６】

および下記一般式（４）で表わされるポリオキシアルキレンアミンのみからなる混合物と
、
【化７】

　（上記式（４）において、ｎは、２～３の整数を表す。）
　トリメリット酸無水物（ＴＭＡ）のみの下記反応式１により示される一般式（１）で表
わされるジイミドジカルボン酸を得；
【化８】

　（上記反応式１においてｎおよびＲ1は、前記と同じ意味である。）
　次いで、下記反応式２により、上記一般式1で表わされるジイミドカルボン酸と下記一
般式（２）で表わされるジイソシアン酸エステル；
【化９】

　（式〔2〕中、Ｒ2は、炭素数１～３のアルキル基を表す）
　のみを反応させて得られる一般式（３）で表わされることを特徴とする請求項１に記載
のポリオキシアルキレンアミンにより変性されたポリアミドイミド樹脂；
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【化１０】

　（ただし反応式２において、Ｒ1は、
【化１１】

　（ただし、式（４―１）において、ｎは上記と同じ意味である）とともに、式（１）に
おいて、Ｒ1は、下記式で表わされる群から選ばれる少なくとも1種類の基であり、
【化１２】

　式(3)において、ｍは、２５～１５０の整数を示し、式（2）、式（3）において、Ｒ2は
、前記と同じ意味である。）。
【請求項４】
　請求項１に記載のポリオキシアルキレンアミンより変性されたポリアミドイミド樹脂４
０～８０重量部と、熱硬化性樹脂２０～４５重量部と、ゴム弾性体５～２０重量部とを含
むことを特徴とするポリアミドイミド樹脂組成物。
【請求項５】
　無機充填剤０～１５重量部を更に含むことを特徴とする請求項４に記載の樹脂組成物。
【請求項６】
　前記の熱硬化性樹脂は、二つのエポキシ基を有するエポキシ樹脂であることを特徴とす
る請求項４に記載の樹脂組成物。
【請求項７】
　前記の熱硬化性樹脂は、含燐エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、ブ
ロム系エポキシ樹脂及びその混合物からなる群より選ばれることを特徴とする請求項４又
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は６に記載の樹脂組成物。
【請求項８】
　前記のゴム弾性体が、アクリロニトリルゴム、ブタジェンゴム、末端がカルボキシル基
であるアクリロニトリルーブタジエンゴム、末端がアミノ基であるアクリロニトリルーブ
タジエンゴム、末端がエポキシ基であるアクリロニトリルーブタジエンゴム、シロキサン
ゴムとその混合物からなる群より選ばれることを特徴とする請求項４に記載の樹脂組成物
。
【請求項９】
　前記の無機充填剤は、シリカ、アルミナ、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、
酸化アンチモン、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、硅酸カルシウム、酸化マグネシウ
ム、酸化亜鉛、タルク、マイカ、メラミンピロホスフェート、メラミンポリホスフェート
とその混合物からなる群より選ばれることを特徴とする請求項５に記載の樹脂組成物。
【請求項１０】
　前記樹脂組成物が、さらに硬化剤を含むことを特徴とする請求項４に記載の樹脂組成物
。
【請求項１１】
　前記の硬化剤は、２―エチルー４―メチルイミダゾール又は２－メチルイミダゾールで
あることを特徴とする請求項１０に記載の樹脂組成物。
【請求項１２】
　請求項４に記載のポリオキシアルキレンアミンより変性されたポリアミドイミド樹脂組
成物を用い、軟質の回路基板を製造する方法において、
　ポリオキシアルキレンアミンにより変性されるポリアミドイミド樹脂組成物を金属箔上
に塗布する工程と、
　加熱して溶剤を除去する工程とを含むことを特徴とする軟質の回路基板を製造する方法
。
【請求項１３】
　金属箔のないポリオキシアルキレンアミンより変性されるポリアミドイミド樹脂組成物
の塗層の表面に、加圧下で他の金属箔を粘着せしめる工程と、
　窒素ガス雰囲気中、加熱により樹脂組成物を硬化させて、金属箔／樹脂層／金属箔から
構成される軟質の両面回路基板を製造する工程とを更に含むことを特徴とする請求項１２
に記載の方法。
【請求項１４】
前記の金属箔は、銅箔、アルミ箔、ニッケル箔およびこれらの金属を含む合金箔よりなる
群から選ばれる一種類の金属箔であることを特徴とする請求項１２又は１３に記載の方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ポリアミドイミド樹脂に関するものであり、更に詳しくは、ポリオキシアル
キレンアミンにより変性されたポリアミドイミド樹脂組成物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子および通信装置の薄型化と微小化の要望に伴い、装置内の集積回路のパッケ
ージ体積も微小化と薄型化に発展し、これに使用される配線回路基板の回路も、更に微細
化している。各種の配線回路基板において、軟質のプリント基板は、大幅に電子デバイス
の体積および重量を少なくすることができるので、配線回路基板として常用されている。
【０００３】
　通常、軟質のプリント基板の構造としては、絶縁基材と金属導体層より構成され、接着
剤により絶縁基材と金属導体層とを粘着して集積回路基板とする。その金属導体層の材料
としては、通常、銅箔が用いられている。ポリイミド樹脂は、優れた耐熱性、耐薬品性が
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あり、更に機械的性質と電気的性質が優れているので、絶縁基材の材料として常用されて
いる。金属導体層と絶縁基材とを粘着するために使用される接着剤としては、エポキシ樹
脂又はアクリル樹脂接着剤が通常用いられる。しかるに、これら接着剤の耐熱性は良くな
く、続く樹脂の熱硬化過程で割れやすく、軟質プリント基板のサイズ安定性を低下させ問
題となっている。
【０００４】
　また、ポリアミドイミド樹脂は、優れた電気的性質、機械的性質を有し、耐熱性も高い
ので、プリント基板の耐熱性接着剤として多く用いられている。例えば、プリント回路積
層板の層間接着剤は、ポリアミドイミド樹脂と熱硬化性樹脂との混合物を適当な基材上に
施すことにより形成される。このような層間接着層は、積層板内の絶縁基材と銅箔とを接
着するためには、樹脂が所定の流動性を有すること必要であり、これにより、絶縁基材に
粘着すると共に、銅箔回路中の空隙をも充満させることができる。層間接着層に所定の流
動性を保持させるためには、絶縁基材に塗布された接着層をより低い温度で乾燥させるこ
とが好ましい。これにより、樹脂は加熱により硬化反応が進行せず流動性を保持すること
ができるので、次の工程において銅箔との貼合が困難となることを防止することができる
。
【０００５】
　また、プリント基板の外、大型集積回路のパッケージにおいて、ＣＳＰ（チップサイズ
パッケージ）は、パッケージに必要とする面積を少なくする事ができるので、広く使用さ
れている。ＣＳＰパッケージは、導線が短く、導線インダクタンスも少なく、大型集積回
路の利点を有効に活用することができるので、携帯電話やカメラなどのパッケージに用い
られている。また、ＤＲＡＭにもこのようなパッケージ技術は使用されている。
【０００６】
　ＣＳＰパッケージ分野において、ワイヤボンディング（Wire-bonding type）型パッケ
ージがある。この種のＣＳＰパッケージにおいて、ワイヤボンディングにより、ポリイミ
ド樹脂製の回路基板と素子とを相互接続し、次いで樹脂により密封されている。このよう
なＣＳＰパッケージは、構造が簡単であり、しかも周知のボールグリッドアレー（ＢＧＡ
）技術を修飾応用して、生産されることが可能なので、現在広く利用されている。
【０００７】
　ＣＳＰパッケージの工程では、先ず、ポリイミド基材に穴をあける。例えば、こうして
穴を形成したポリイミド基板の上に、加熱により銅箔を粘着できる接着層を塗布し、次に
、加圧など周知の方法により積層板を形成し、更に回路を形成して、金をめっきする。ポ
リイミド基材と銅箔との接着工程において、通常、ポリアミドイミド樹脂を導線の塗布材
料として主に使用するが、それは優れた電気的性質、機械的特性および耐熱性が高いこと
に由来する。
【０００８】
　ＣＳＰパッケージの体積の縮小に伴い、ＣＳＰの回路基板は精密化され、接着剤の耐熱
性と銅に対する粘着性の要望が高くなっている。周知の接着剤中、エポキシ樹脂接着剤は
、耐熱性が低いので、溶接剤に対する忍耐度が高くなく、リフローソルドリング工程にお
ける耐熱度に欠ける。ポリアミド酸、またはそれとジマレイミドの混合物は優れた熱安定
性を有するが、300～400℃の高温で接着しなければならず、しかも銅箔又は樹脂に対する
接着性が良くないという問題がある。又、高温接着工程は銅箔の酸化を引き起しやすく、
さらに設備がコスト高になるとの問題がある。
【０００９】
　日立化成工業（株）（Hitachi Chemical Co.）は、シロキサン（siloxane）を用いて、
ポリアミドイミド樹脂を変性し、その熱安定性を高めることを提案しているが、シロキサ
ンと樹脂との反応が難しく、しかもコスト高となるとの問題がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
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　ポリアミドイミド樹脂組成物は、ポリイミド基材と銅箔との間に強力な粘着性を与える
ため、層間接着層として利用できる。かかる状況のもと、本発明が解決しようとする課題
は、パッケージ分野で利用できる必要とする高耐熱性又はより低い温度で粘着できる特性
を有し、かつより低いコストで製造できるポリアミドイミド樹脂系接着剤として提供する
ことにある。
【００１１】
　すなわち、本発明の目的は、粘着性の優れたポリアミドイミド樹脂とその組成物及びこ
れによる回路基板の製造方法を提供するものである。
　又、本発明の目的は、耐熱性の高いポリアミドイミド樹脂とその組成物及びこれによる
回路基板の製造方法を提供するものである。
【００１２】
　更に、本発明の目的は、より低温で粘着できるポリアミドイミド樹脂とその組成物及び
これによる回路基板の製造方法を提供するものである。
　またさらに、本発明は、ポリオキシアルキレンアミンにより変性されたポリアミドイミ
ド樹脂を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、一般式（４）で表わされるポリオキシアルキレンアミン；
【化１３】

（式（４）中、ｎは２～３の整数である）、
　および、
　ポリフェニルジアミン類化合物の混合物と、トリメリット酸無水物との反応により得ら
れるジイミドジカルボン酸と、
　一般式（２）で表わされるジイソシアン酸エステル；

【化１４】

　（式（２）中、Ｒ2は、炭素数１～３のアルキレン基を示す）とを反応せしめて得られ
る次式（３）で表わされることを特徴とするポリオキシアルキレンアミンにより変性され
たポリイミドイミド樹脂；

【化１５】

　〔ただし、式（３）中、Ｒ1は、ポリフェニルジアミン類化合物由来の基およびポリオ
キシアルキレンアミン由来の基の両者の基を表し、
　Ｒ1が、ポリフェニルジアミン類化合物由来の基であるときは、
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【化１６】

よりなる群から選ばれる少なくとも一つの基を表し、Ｒ1が、ポリオキシアルキレンアミ
ン由来の基を表すときは、次式
【化１７】

　（ただし、式（４－１）においてｎは２～３の整数を示す）であり、
　Ｒ2は、炭素数１～３のアルキレン基を表し、ｍは、２５～１５０の整数を表す。〕。
【００１４】
　すなわち、本発明では、ポリオキシアルキレンアミンとポリフェニルジアミン類との混
合物を、トリメリット酸無水物（trimelltic anhydide）と反応させ、下記式（１）で示
されるジイミドジカルボン酸を得る。
【００１５】
【化７】

【００１６】
［ただし式（１）中、Ｒ1は、ポリフェニルジアミン類化合物由来の基およびポリオキシ
アルキレンアミン由来の基の両者の基を表し、
【００１７】
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【化８】

【００１８】
を示す。
　ただし、上記式においてｎは２又は3を示す。
　次に、式（１）のジイミドカルボン酸と下記式（２）で示されるジイソシアン酸エステ
ルとを反応させることよって
【００１９】

【化９】

【００２０】
　（式（２）中、Ｒ2は、炭素数１～３のアルキレン基を示し）、
　下記式（３）により示されるポリオキシアルキレンアミンにより変性されたポリアミド
イミド樹脂を得る。
【００２１】
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【化１０】

【００２２】
　また、本発明のポリアミドイミド樹脂組成物は、上記のポリオキシアルキレンアミンよ
り変性されたポリアミドイミド樹脂４０～８０重量部と、熱硬化性樹脂２０～４５重量部
と、ゴム弾性体５～２０重量部とを含むことを特徴としている。
【００２３】
　すなわち、本発明のポリアミドイミド樹脂組成物は、上記のポリオキシアルキレンアミ
ンより変性されたポリアミドイミド樹脂と、熱硬化性樹脂と、ゴム弾性体とを含むもので
あり、必要であれば、無機充填剤を含有しても良い。本発明のポリアミドイミド樹脂組成
物は、高い耐熱性および粘着性を有し、より低温で充分に粘着することができるので、回
路基板と集積回路素子との接着に利用可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、特定する実施例により本発明を具体的に説明する。
　本発明のポリオキシアルキレンアミンより変性されたポリアミドイミド樹脂は、ジイミ
ドジカルボン酸化合物とジイソシアン酸エステルにより製造される。本発明において、ジ
イミドカルボン酸化合物は、一般式（１）で示される構造を有する。
【００２５】
【化１１】

【００２６】
　上記式（１）中、Ｒ1は、ポリフェニルジアミン類化合物由来の基およびポリオキシア
ルキレンアミン由来の基の両者の基を表し、
【００２７】
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【化１２】

【００２８】
を表す（ただし、ｎは、２～３を示す）。
　又、ジイソシアン酸エステルは、一般式（２）で示される構造を有する。
【００２９】

【化１３】

【００３０】
　式（２）中、Ｒ2は、炭素数１～３のアルキレン基を示し、より好ましくはメチレン基
である。
　本発明の実施例の一つに、一般式（１）で示されるポリアミド酸化合物は、下記一般式
（４）で示されるポリオキシアルキレンアミンと、
【００３１】

【化１４】

【００３２】
  （式中、ｎは２～３を示す。）
　ポリフェニルジアミン類化合物である、一般式（５）で示される２，２－ビス（４－（
４－アミノフェノキシ）フェニル）プロパン（ＢＡＰＰ）と、
【００３３】
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【化１５】

【００３４】
トリメリット酸無水物（ＴＭＡ）との反応により得られる。
　その内、原料化合物であるポリオキシアルキレンアミンとしては市販品があり、例えば
、一般式（４）（式中、ｎは２～３を示す。）で示される化合物（分子量は、２３０であ
る）にあたる、ジェファミンＤ―２３０（米国ハンツマン（株））が挙げられる。
【００３５】
　上記のジイミドカルボン酸化合物の製造方法については、下記反応式１により示される
。
【００３６】
【化１６】

【００３７】
　上記式中、Ｒ1は、前記と同じ意味を有する。
　次に、下記の反応式２により、一般式（１）で示されるジイミドカルボン酸と一般式（
２）で示されるジイソシアン酸エステルとを反応させることにより、一般式（３）のポリ
オキシアルキレンアミンより変性されたポリアミドイミド樹脂を得る。
【００３８】
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【化１７】

【００３９】
　上記式中、Ｒ1とＲ2は、それぞれ前記と同じ意味を示す。
　本発明において、ポリオキシアルキレンアミンにより変性されたポリアミドイミド樹脂
の分子量は、約25,000～150,000であり、好ましくは、約50,000～120,000である。
【００４０】
　本発明の他の実施例において、ポリオキシアルキレンアミンで変性されたポリアミドイ
ミド樹脂の製造方法として、下記の方法が挙げられる。
　先ず、ＢＡＰＰのようなポリフェニルジアミン類化合物とポリオキシアルキレンアミン
とを、非プロトン性溶媒に溶解させる。該非プロトン性溶媒の具体例として、例えば、Ｎ
－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）、ジメチルアセトアミド（ＤＭＡＣ）、ジメチルホ
ルムアミド（ＤＭＦ）および上記の混合物が挙げられるが、これらに限定されるものでは
ない。次に、トリメリト酸無水物（ＴＭＡ）を加えて、加熱反応せしめ、有機溶剤を加え
還流しながら副生成物の水を反応系外に除去する。ここで有機溶剤としては、例えば、ト
ルエンが使用されるが、これに限定されない。この際、閉環、脱水の反応により、ジイミ
ドカルボン酸化合物を得る。更に反応を続け、水の留出が止まるのを確認した後、溶剤の
トルエンを留去して反応を終え、反応混合物の温度を室温にまで戻す。
【００４１】
　次に、ジイソシアン酸エステルとして、例えば、４,４'－ジフェニルマタンジイソシア
ナート（ＭＤＩ）を前記の反応混合物に加え、徐々に昇温しながら反応せしめ、炭酸ガス
の発生に注意して２時間反応することで、反応生成物としてポリオキシアルキレンアミン
により変性されたポリアミドイミド樹脂（ＰＡＩ）を得る。
【００４２】
　本発明のポリアミドイミド樹脂組成物は、ポリオキシアルキレンアミンにより変性され
たポリアミドイミド樹脂４０～８０重量部、熱硬化性樹脂２０～４５重量部から構成され
る。該熱硬化性樹脂としては、エポキシ基二つを有するエポキシ樹脂であっても良く、そ
の具体例として、例えば、含燐エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、ブ
ロム系エポキシ樹脂、上記樹脂の混合物などが挙げられるが、これらに限定されるもので
はない。             
【００４３】
　本発明のポリアミドイミド樹脂組成物は、更に５～３０重量部のゴム弾性体を含んでも
よく、又、０～１５重量部の無機充填剤を含んでも良い。該ゴム弾性体の具体例としては
、例えば、アクリロニトリルゴム、ブタジエンゴム、末端がカルボキシル基であるアクリ
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ロニトリルーブタジエンゴム、末端がアミノ基であるアクリロニトリルーブタジエンゴム
、末端がエポキシ基であるアクリロニトリルーブタジエンゴム、シロキサンゴムとその近
縁体などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。上記の無機充填剤の具体例
としては、例えば、シリカ（ＳｉＯ2）、アルミナ（Ａｌ2Ｏ3）、水酸化アルミニウム（
Ａｌ（ＯＨ）3）、水酸化マグネシウム（Ｍｇ（ＯＨ）2）、酸化アンチモン（Ｓｂ2Ｏ5）
、炭酸カルシウム（ＣａＣＯ3）、炭酸マグネシウム（ＭｇＣＯ3）、硅酸カルシウム、酸
化マグネシウム（ＭｇＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、タルク、マイカ、メラミンピロホスフ
ェート、メラミンポリホスフェートとその近縁化合物が挙げられるが、これらに限定され
るものではない。
【００４４】
　本発明のポリアミドイミド樹脂は、更に硬化剤を含んでいても良く、その硬化剤の具体
例としては、例えば、２－エチルー４―メチルイミダゾール、２―メチルイミダゾール（
２―ＭＩ）などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００４５】
　上記の組成により構成される本発明のポリアミドイミド樹脂組成物は、銅箔に対して高
い粘着性を示し、しかも耐熱性に優れ、より低温（例えば１６０～１８０℃）で粘着でき
るので、プリント基板の樹脂基板と銅箔との粘着時の接着剤、更にＣＳＰパッケージ時の
半導体素子の接着剤として利用可能である。前記のように低温で粘着処理（温度１６０～
１８０℃、圧力５０～２００kg/cm2）を行うことにより、従来の高温粘着処理（温度３０
０～３８０℃、圧力５０～２００kg/cm2）と較べ、銅箔が酸化しにくくなり、さらに高価
の設備も要らなくなった。又、樹脂基板は銅箔と粘着した後、通常の窒素雰囲気のオーブ
ン中で、例えば、約２６０℃で１時間、次いで約２８０℃で２時間それぞれ加熱するポス
トキュアリングを実施することにより、高耐熱性のフレキシブルプリント基板が得られる
。
【００４６】
　本発明のポリアミドイミド樹脂組成物の特性は、下記の実施例とその詳しい説明により
明示される。
【実施例】
【００４７】
　以下、具体的な実施例によって、本発明の特性と効果をより詳細に説明するが、本発明
はこれらに限定されるものではない。
原料化合物についての説明
　ポリオキシアルキレンアミン：一般式（４）で表される化合物。
【００４８】
【化１８】

【００４９】
　上記式（４）中、ｎは２～３を示す。
　ＢＡＰＰ：下記の一般式（５）で表される、２，２－ビス（４－（４－アミノフェノキ
シ）フェニル）プロパン。
【００５０】

【化１９】
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【００５１】
　ＴＭＡ：トリメリト酸無水物。
　ＭＤＩ：下記の一般式（２）で表される４，４'―ジフェニルメタンジイソシアナート
。
【００５２】
【化２０】

【００５３】
　ＮＭＰ：Ｎ－メチル－２－ピロリドン。
　ＢＥ５０１：ビスＡ型エポキシ樹脂、エポキシ当量５００、台湾長春人造樹脂（株）製
品。
【００５４】
　ゴム：日本ゼオン１０７２（末端がカルボキシルであるブタジェンーアクリロニトリル
ゴム）。
　２－ＭＩ：２－メチルイミダゾール。
合成例
　攪拌機を備えた四口反応容器に、ＢＡＰＰ（１３．１２ｇ、０．０３２mol）とポリオ
キシアルキレンアミン（１．８４ｇ、０．００８ｍｏｌ）、及び溶媒としてＮＭＰ（６５
ｇ）を加え、攪拌してＢＡＰＰおよびポリオキシアルキレンアミンを溶媒に溶解させる。
【００５５】
　次に、ＴＭＡ（１６．１３ｇ、０．０８４ｍｏｌ）およびＮＭＰ（２５ｇ）を上記の四
口反応容器に入れ、８０℃に保ち、反応を１時間続ける。反応容器には、ディーンスター
ク（Dean stark）除水装置を備えられており、トルエン（３０ｇ）を反応容器に注入し、
１９０℃に昇温し、トルエンと共沸・還流することにより水分を反応系より除去する。こ
の際、閉環・脱水の反応により、ジイミドジカルボン酸が生成される。水の留出が止まる
迄反応を続けた後、トルエンを留去し、反応混合物の温度を室温に下げる。
【００５６】
　上記の反応混合物に、ＭＤＩ（１２ｇ、０．０４８ｍｏｌ）を計量して加え、徐々に温
度を１９０℃に上げながら、反応系内に炭酸ガスが発生することに注意して、２時間反応
を行い、反応性生成物として、ポリオキシアルキレンアミンより変性されたポリアミドイ
ミド樹脂（ＰＡＩ）を得る。
実施例１
　上記の合成例で得たポリオキシアルキレンアミンにより変性されたポリアミドイミド樹
脂７３ｇ（固形分は、３０％）、ゴム６ｇ（日本ゼオン１０７２をＮＭＰに溶解し、ゴム
固形分は、２０％）、ＢＥ―５０１（２１ｇ）、および、２－ＭＩ（０．５ｇ）をそれぞ
れフラスコに加え、攪拌機で、５００ｒｐｍで２０分間攪拌して均一に分散させる。この
際のワニスの固形分は４１．４％となる。次に、ワニス固形分に対して、１０％の重量比
のタルク（４．１４ｇ）を加えた後、５００ｒｐｍで３０分間攪拌し、その後、４時間静
置して脱気する。
【００５７】
　上記の如く調製したワニスを銅箔上に塗布し、オーブン中、１３０℃で５時間、次いで
１８０℃で１０分間加熱して溶媒を除去し、樹脂の厚さ１２．５ｍｍの樹脂を得る。次に
、１６０℃、１００ｋｇ／ｃｍ2の圧力下、銅箔をはり合わせて、中間が樹脂層よりなり
両面が銅箔のシートを得る。このシートを窒素ガスで充満した高温オーブンに入れ、２６
０℃で１時間、更に２８０℃で２時間が熱硬化せしめて、高い粘着性と耐熱性を有する軟
質の両面回路基板を得る。
実施例２～８
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　実施例１に示す方法で、軟質の両面回路基板を製造する、但し、各実施例の組成は表１
に示された通りに変更して行われる。
【００５８】
【表１】

【００５９】
比較例１
　日立化成（株）の製品ＫＳ６５００樹脂を使用して、実施例１と同じ方法で軟質の両面
回路基板を製造した。
【００６０】
　下記の方法により測定し、その結果を表２に示す。
（１）銅箔接着強度：ＩＰＣ ＴＭ－６５０ ２．４．９法により測定される。
（２）耐熱試験：ＩＰＣ ＴＭ－６５０ ２．４．１３法により測定される。
【００６１】
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【表２】

【産業上の利用可能性】
【００６２】
　表2より、本発明の樹脂は、より優れた銅箔接着強度を示すことが判り、耐熱試験にも
合格することが明らかにされた。
　上記の実施例は、本発明の原理とその効果を示すに留まり、本発明を限定するものでは
ない。本発明の精神とその範囲を逸脱しない限り、この領域に熟知するものにとっては、
上記の実施例に何らかの修飾と変更を与えることができるが、これらはすべて本発明の範
囲に入り、下記の請求範囲でその権利が保護される。
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